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1. Selitd lyhyesti seuraavat késitteet:
a) Backgating —efekti MESFET:ssd
b) Epédsuora optinen transitio
¢) Fotoemissiomenetelma Schottky-vallin korkeuden méérityksessé
d) Liitoskapasitanssi (transitiokapasitanssi) pn-liitoksessa
e) Kohinaa vastaava teho (NEP) valoilmaisimissa
f) Populaatioinversio puolijohdelaserissa

2. Tarkastellaan ideaalista Schottky-liitosta, joka on muodostettu kuparista ja n-tyypin
puolijohteesta. Kuparin tydfunktio @, = 4.65 eV, puolijohteen elektroniaffiniteetti
¥ =4.03 eVja Fermipotentiaali V, = (E.-Eg)/q = 0.23 eV. Méiritd
a) Schottky-vallin korkeus @g,
b) Kontaktipotentiaali (diffuusiopotentiaali) Vp

3. Aurinkokennon valovirta on /;=25 mA ja diodin saturaatiovirta
Ip=13.66 x 10" A lampétilassa 300 K. (kzT/g = 0.026 V) Laske
a) Kennon avoimen silmukan jénnite
b) Oikosulkuvirta
¢) Kennon antama maksimiteho, kun téyttokerroin on 0.8

4. Piirrd alla kuvatun ohutkalvorakenteen energiavytkaavio ja selitd miten syntyy
2-ulotteinen elektronikaasu. Jos rakenteesta valmistetaan MODFET, miksi se on
toiminnaltaan nopeampi kuin GaAs MESFET

400A n-AlGaAs Np=10'% cm™

100A seostamaton AlGaAs

5000A seostamaton GaAs

puolieristivd GaAs

VASTAA VAIN TOISEEN SEURAAVISTA KYSYMYKSISTA

5. Optiset transitiot suora-ja epasuora-aukkoisissa puolijohteissa. Selviti miten
energiavyorakenne (suora/ epdsuora aukko) vaikuttaa optisten transitioiden
todennékdisyyksiin ja kdytdnnén sovelluksiin (LED, laser, valoilmaisin,
aurinkokenno)

6. LED:in injektiotehokkuus méaritelldén yin; = Jo/ Jror. GaAs-LED parametrit ovat:
D, =30 cmz/s, D,=15 cmz/s, N, = 5x10'® cm'3, Ny = 5x10"7 cm'3, 1, =10 S,
Tp = 107 s. Laske Yinj



